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(57)【要約】
【課題】  ＯＬＥＤの製造収率、製造容易性及び製造コ
ストにおける劇的な改善をもたらす。
【解決手段】  ＯＬＥＤの製造にポリシロキサン絶縁構
造を使用する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  発光デバイスであって、アノード層及び
カソード層を含む複数の電極層；アノード層及びカソー
ド層の間に配置された電界発光性有機層；及び電界発光
性有機層を複数の発光素子に分離するポリシロキサン絶
縁構造を有する発光デバイス。
【請求項２】  電界発光性有機層に隣接して配置された
少なくとも１つの他の有機層、１つ以上の以下の機能：
正孔注入、正孔輸送、電子注入及び電子輸送が行われる
ように構成された少なくとも１つの他の有機層を更に有
する、請求項１記載のデバイス。
【請求項３】  ポリシロキサン絶縁構造が電界発光性層
を複数のピクセルに分離する、請求項１記載のデバイ
ス。
【請求項４】  ポリシロキサン絶縁構造が複数の開口部
を有するポリシロキサン材料の薄層を有し、かつアノー
ド層とカソード層のそれぞれは、アノード層電極ストリ
ップ及びカソード層電極ストリップがポリシロキサン絶
縁構造の開口部に相応した領域で一致するように配置さ
れた複数の電極ストリップを有する、請求項１記載のデ
バイス。
【請求項５】  少なくとも１つの電極層が、ポリシロキ
サン絶縁構造の少なくとも１つの開口部に独立にディス
プレイピクセルとしてアドレッシングするように構成さ
れており、かつ少なくとも１つの電極層が更にアクティ
ブマトリクス構成で配置されている、請求項４記載のデ
バイス。
【請求項６】  ポリシロキサン絶縁構造が複数の発光素
子を互いに絶縁するバンク構造を形成する、請求項１記
載のデバイス。
【請求項７】  １つ以上の絶縁ストリップをポリシロキ
サン絶縁構造上に有し、かつ少なくとも１つの絶縁スト
リップが張り出し部又は基底部又はその両者を有する、
請求項１記載のデバイス。
【請求項８】  少なくとも１つの絶縁ストリップが張り
出し部及び基底部の片方又は両方にポリシロキサン材料
を有する、請求項７記載のデバイス。
【請求項９】  発光デバイスの構築方法において、基板
上に第１の電極層を形成し；第１の電極層上に開口部を
有するポリシロキサンバンク構造を形成し；ポリシロキ
サンバンク構造の開口部中に１つ以上の有機層を堆積さ
せ；かつ第２の電極層を、開口部中に堆積された１つ以
上の有機層が第１の電極層及び第２の電極層の間に配置
されることを特徴とする発光デバイスの構築方法。
【請求項１０】  １つ以上の有機層の堆積が電界発光性
有機層の堆積を含む、請求項９記載の方法。
【請求項１１】  １つ以上の有機層の堆積が、電界発光
性有機層に隣接して配置された少なくとも１つの他の有
機層の堆積を含み、その際、少なくとも１つの他の有機
層が以下の１つ以上の機能：正孔注入、正孔輸送、電子
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注入及び電子輸送が行われるように構成される有機層を
含む、請求項１０記載の方法。
【請求項１２】  少なくとも１つの他の有機層が導電性
ポリマーを含む、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】  発光デバイスを複数のピクセルに分離
するようにポリシロキサンバンク構造をパターン形成す
る、請求項９記載の方法。
【請求項１４】  ポリシロキサンバンク構造の形成が、
複数の開口部を有し、その各開口部が個々の発光素子に
相応するポリシロキサン材料の薄層を形成することを含
む、請求項９記載の方法。
【請求項１５】  第１の電極層及び第２の層のそれぞれ
を、第１の電極層ストリップがポリシロキサンバンク構
造の開口部に相当する領域で第２の電極層ストリップと
一致するように配置された複数の電極ストリップとして
形成する、請求項９記載の方法。
【請求項１６】  第１の電極層の形成が更に、ポリシロ
キサンバンク構造の少なくとも１つの開口部に独立にア
ドレッシングするように第１の電極層を配置することを
含む、請求項９記載の方法。
【請求項１７】  第１の電極層の配置が更に、第１の電
極層をアクティブマトリクスとして構成することを含
む、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】  １つ以上の有機層の堆積が、スピンキ
ャスティング、ディップコーティング、スクリーン印
刷、フレキソ印刷及びインクジェット印刷の１つ以上を
含む、請求項９記載の方法。
【請求項１９】  ポリシロキサンバンク構造を、１つ以
上の有機層を堆積させる前に形成する、請求項９記載の
方法。
【請求項２０】  １つ以上の有機層を、ポリシロキサン
バンク構造を形成させる前に堆積させる、請求項９記載
の方法。
【請求項２１】  １つ以上の絶縁ストリップをポリシロ
キサンバンク構造上に形成することを含む、請求項９記
載の方法。
【請求項２２】  １つ以上の絶縁ストリップを開口部の
間のポリシロキサンバンク構造上に形成する、請求項２
１記載の方法。
【請求項２３】  少なくとも１つの絶縁ストリップが張
り出し部又は基底部又は両者を有する、請求項２２記載
の方法。
【請求項２４】  少なくとも１つの絶縁ストリップが張
り出し部及び基底部の片方又は両方にポリシロキサンを
有する、請求項２３記載の方法。
【請求項２５】  有機発光デバイス（ＯＬＥＤ）であっ
て、各発光素子が電極素子の間に配置された電界発光性
材料を有する複数の発光素子；及び有機発光デバイスの
素子を分離するように構成されるポリシロキサン材料を
有する少なくとも１つの構造を有する有機発光デバイ
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ス。
【請求項２６】  少なくとも１つの構造が、発光素子を
互いに分離するように構成されるポリシロキサンバンク
構造を有する、請求項２５記載の有機発光デバイス。
【請求項２７】  ポリシロキサンバンク構造が、発光素
子が配置される開口部を含む、請求項２６記載の有機発
光デバイス。
【請求項２８】  ポリシロキサンバンク構造が物理的及
び電気的に発光素子を互いに絶縁する、請求項２６記載
の有機発光デバイス。
【請求項２９】  有機発光デバイスの電極素子を分離す
るように構成される１つ以上の絶縁ストリップを含む、
請求項２６記載の有機発光デバイス。
【請求項３０】  少なくとも１つの絶縁ストリップが張
り出し部又は基底部又は両方を含む、請求項２９記載の
有機発光デバイス。
【請求項３１】  少なくとも１つの絶縁ストリップが、
張り出し部及び基底部の片方又は両方にポリシロキサン
材料を有する、請求項２９記載の有機発光デバイス。
【請求項３２】  少なくとも１つの構造が、有機発光デ
バイスの電極素子を分離するように構成される１つ以上
の絶縁ストリップを有する、請求項２５記載の有機発光
デバイス。
【請求項３３】  少なくとも１つの絶縁ストリップが、
隣接する電極素子を互いに絶縁する、請求項３２記載の
有機発光デバイス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は有機発光デバイス
（ＯＬＥＤ）のための構造定義材料に関する。
【０００２】
【従来の技術】ＯＬＥＤは電界発光性有機材料を使用し
て、例えばディスプレイデバイスのための発光素子を提
供する。ＯＬＥＤは慣用の非有機ディスプレイ技術を置
き換えるか、又は新規の応用のために設計されている。
【０００３】典型的なＯＬＥＤディスプレイデバイスは
“サンドウィッチ”構造又は層状構造を有する。典型的
なＯＬＥＤを構築するために、まず透明の導電層を透明
の基板上に堆積させる。透明の導電層は典型的に透明の
導電性酸化物材料、例えばインジウム－スズ酸化物（Ｉ
ＴＯ）からなる。金属薄層を含む他の材料は、選択的に
透明の導電性層のために使用してよい。透明の導電層は
ＯＬＥＤの電極層（典型的にアノード）の１つとして用
いられる。次いで、一連の１つ以上の有機層を透明の導
電層上に堆積させる。使用される堆積技術は堆積される
有機材料の種類に依存することがある。有機層は正孔注
入、正孔輸送、電子注入、電子輸送のような種々の機能
を提供することがあり、かつ／又は発光層又は中間層と
して用いられることがある。最後に、１つ以上の導電層
を堆積させ、かつＯＬＥＤデバイスのもう一方の電極層
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（典型的にカソード）として用いられることがある。典
型的に、この第２の電極層はローワーク機能金属（low 
work function metal）（例えばＣａ、Ｍｇ、Ｂａ又は
Ｌｉ）から形成される副層及びより空気安定なハイワー
ク機能金属（high work function metal）（例えばＡｇ
又はＡｌ）からなるキャッピング副層（capping sublay
er）を有する。第２の電極層のための他の種類の材料、
例えば金属合金又は絶縁副層及び金属副層の組合せを使
用してよい。
【０００４】作業において、電圧は電極層を横切って印
加され、電荷担体が有機層に注入され、再結合が行わ
れ、かつ再結合エネルギーの一部がフォトンとしてデバ
イスから出る。該フォトンは透明の第１の電極層及び基
板を通過し、かつ発光として目視される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】本発明によれば、ＯＬ
ＥＤ中の１つ以上のセパレータ又は絶縁構造のための構
造定義材料としてポリシロキサンを使用することによっ
て、製造収率、製造容易性及び製造コストにおける劇的
な改善がもたらされることが判明した。従って本発明に
よれば、ポリシロキサン絶縁構造を有するＯＬＥＤ及び
相応の製造技術が開発された。
【０００６】
【課題を解決するための手段】１つの実施態様におい
て、発光デバイスは、アノード層及びカソード層を含む
複数の電極層、該アノード層とカソード層の間に配置さ
れた電界発光性有機層並びに電界発光性有機層を複数の
発光素子に分離するポリシロキサン絶縁構造を含んでよ
い。更に発光デバイスは電界発光性有機層に隣接して配
置された他の少なくとも１つの有機層を含んでよい。そ
の場合においては、少なくとも１つの他の有機層は１つ
以上の以下の機能：正孔注入、正孔輸送、電子注入及び
電子輸送が行われるように構成されてよい。電界発光性
層を複数のピクセルに分離してよいポリシロキサン絶縁
構造は複数の開口部を有するポリシロキサン材料の薄層
であってよい。アノード層及びカソード層のおのおの
は、アノード層電極ストリップ及びカソード層電極スト
リップがポリシロキサン絶縁構造の開口部に相応する領
域で一致するように配置された複数の電極ストリップを
有してよい。少なくとも１つの電極層は、ポリシロキサ
ン絶縁構造の各開口部にディスプレイピクセルとして独
立にアドレッシングするように配置され、かつその際、
少なくとも１つの電極層が更にアクティブマトリクス構
成で配置される。ポリシロキサン絶縁構造は複数の発光
素子を互いに絶縁するバンク構造を形成してよい。発光
デバイスは更にポリシロキサン絶縁構造上に１つ以上の
絶縁ストリップを有してよく、その際、少なくとも１つ
の絶縁ストリップは、張り出し部又は基底部又は両者を
含み、その片方又は両方は張り出し部及び基底部の片方
又は両方でポリシロキサン材料から形成されてよい。
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【０００７】他の実施態様においては、発光デバイスの
構成方法は基板上での第１の電極層の形成、第１の電極
層上での開口部を有するポリシロキサンバンク構造の形
成、ポリシロキサンバンク構造の開口部への１つ以上の
有機層の堆積並びに開口部中に堆積された１つ以上の有
機層が第１の電極層及び第２の電極層の間に配置される
ような第２の電極層の形成を含んでよい。１つ以上の有
機層の堆積は電界発光性有機層の堆積を含んでよい。選
択的に、又は付加的に１つ以上の有機層の堆積は電界発
光性有機層に隣接して配置された少なくとも１つの他の
有機層（例えば導電性ポリマー層）の堆積を含んでよ
い。この場合においては、少なくとも１つの他の有機層
は、以下の１つ以上の機能：正孔注入、正孔輸送、電子
注入及び電子輸送が行われるように構成された有機層で
あってよい。該方法は更に、発光デバイスを複数のピク
セルに分離するようにポリシロキサンバンク構造をパタ
ーン形成することを含んでよい。ポリシロキサンバンク
構造の形成は、複数の開口部を有し、各開口部が個々の
発光素子に相応するポリシロキサン材料の薄層を形成す
ることを含んでよい。第１の電極層及び第２の層のおの
おのは、第１の電極層ストリップがポリシロキサンバン
ク構造の開口部に相応する領域で第２の電極層ストリッ
プと一致するように配置される複数の電極ストリップと
して形成されてよい。第１の電極層の形成は更に、ポリ
シロキサンバンク構造の各開口部に独立にアドレッシン
グするように第１の電極層を配置することを含んでよ
い。第１の電極層の配置は更に、第１の電極層をアクテ
ィブマトリクスとして構成することを含んでよい。１つ
以上の有機層の堆積は、スピンキャスティング（Spinca
sting）、ディップコーティング、スクリーン印刷、フ
レキソ印刷及びインクジェット印刷の１つ以上を含んで
よい。ポリシロキサンバンク構造は、１つ以上の有機層
が堆積される前に形成されてよい。又は１つ以上の有機
層は、ポリシロキサンバンク構造が形成される前に堆積
させてよい。該方法は更に、例えば開口部の間のポリシ
ロキサンバンク構造上の１つ以上の絶縁ストリップの形
成を含んでよい。少なくとも１つの絶縁ストリップは張
り出し部又は基底部又は両方を含んでよく、それらのど
ちらか又は両方は全体的又は部分的にポリシロキサンか
ら形成されてよい。
【０００８】別の実施態様において、有機発光デバイス
（ＯＬＥＤ）は複数の発光素子を有してよく、各発光素
子は電極素子の間に配置された電界発光性材料を有し、
少なくとも１つの構造はポリシロキサン材料を有し、そ
の際、該構造はＯＬＥＤの素子を分離するように配置さ
れる。少なくとも１つの構造は発光素子を互いに分離す
るように構成されるポリシロキサンバンク構造であって
よく、かつ発光素子が配置される開口部を含んでよい。
ポリシロキサンバンク構造は物理的及び電気的に発光素
子を互いに絶縁してよい。ＯＬＥＤは更に、ＯＬＥＤの
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電極素子を分離するように構成される１つ以上の絶縁素
子を含んでよい。少なくとも１つの絶縁ストリップは張
り出し部又は基底部又は両方を有してよく、それらのい
ずれか又は両方は全体的又は部分的にポリシロキサンか
ら形成されてよい。選択的に少なくとも１つの構造はＯ
ＬＥＤの電極素子を分離するように構成される１つ以上
の絶縁ストリップであってよい。少なくとも１つの絶縁
ストリップは隣接した電極素子を互いに絶縁してよい。
【０００９】１つ以上の以下の利点を提供することがで
きる。ポリシロキサン絶縁構造の使用によって廉価な製
造コストがもたらされる。それというのもポリシロキサ
ンは溶液から製造できるからである。更に絶縁構造の形
成において、ポリシロキサンはホトリソグラフィー技術
を使用してパターン形成されてよく、それによってコス
ト、時間及び製造においてもたらされる欠陥を間接的な
ホトリソグラフィープロセスと比較して低減することが
できる。得られたポリシロキサン絶縁構造は他の材料か
ら作成された絶縁構造のプロセシングよりも少なく有害
な反応性化学物質又は水を維持することができるので、
ＯＬＥＤの信頼性及び寿命を改善できる。ポリシロキサ
ンがＯＬＥＤにおいて有機材料の堆積に使用される多く
の溶液に関して非湿潤性を示すので、構造定義材料とし
てのポリシロキサンの使用は他の構成材料をＯＬＥＤ中
のその所望の位置に含んでよく、かつ従って不所望な電
気的ブリッジ形成及び他の製造欠陥を回避できる。更に
ポリシロキサンはＯＬＥＤ中で使用される他の材料に適
合性の温度で硬化でき、従ってＯＬＥＤ成分への損傷を
抑えることができる。
【００１０】１つ以上の態様の詳細を関連の図面及び以
下の記載に存在する。他の特徴、対象及び利点はその記
載及び図面及び請求の範囲から明らかにされる。
【００１１】ＯＬＥＤは典型的にＯＬＥＤの素子を電気
的又は物理的に絶縁するための１つ以上の絶縁構造を含
む。用語“素子”は本明細書中では、他の領域に独立し
て機能しうる１つ以上の層の物理的領域を示している。
例えば有機層は、電気的に互いに絶縁されていなければ
ならない素子であるディスプレイピクセルのパターン中
に配置されていてよい。別の例としては、第１の電極層
及び第２の電極層は、各ピクセルが電流によって独立に
励起されうるように電極素子のパターン中に配置されて
よい。電極素子は電気的に互いに絶縁される電極ストリ
ップとして与えられてよい。
【００１２】図１はポリシロキサンバンク構造１０６を
有するＯＬＥＤの断面図である。該ＯＬＥＤを構築する
ために、基板１０２、例えばガラス又は石英を導電性材
料、例えばインジウム－ドープされたスズ酸化物（ＩＴ
Ｏ）で被覆して、第１の電極層１０４として用いてよ
い。選択的なＯＬＥＤの構成はポリエチレンテレフタレ
ート（ＰＥＴ）又はポリエチレンナフタレート（ＰＥ
Ｎ）のようなプラスチックの基板を含む。
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7
【００１３】前記の第１の電極層の上に、絶縁バンク構
造１０６をポリシロキサン材料から形成してよい。バン
ク構造１０６は、それを通して層の底部が晒される開口
部１０８を有するポリシロキサン材料の薄層であってよ
い。次いで第１の有機層１１０及び第２の有機層１１２
をＯＬＥＤの層として堆積させてよい。次いで第２の電
極層１１４をＯＬＥＤに適用してよい。更に、デバイス
の酸素及び水分からの保護のために、デバイスを取り囲
む被包化又はシーリングを適用してよい（図示せず）。
【００１４】ＯＬＥＤを第１の電極層及び第２の電極層
を横切って電圧を印加することによって作動させて発光
させてよい。典型的に第１の電極層１０４はアノード層
として用いられ、かつ第２の電極層１１４はカソード層
として用いられる。例えばカソードとして第１の電極層
を使用し、かつアノードとして第２の電極層を使用する
他の配置が可能である。
【００１５】図１のＯＬＥＤにおいて、基板１０２及び
第１の電極層は透明の材料、例えばガラス及びＩＴＯか
ら作成され、これらはそれらを通して発光することが可
能である。乳白色の材料は選択的なＯＬＥＤ構成におけ
る基板及び／又は第１の電極層のために使用でき、これ
らの構成は透明の第２の電極層を通って発光することを
可能にし、かつ基板材料を通して発光しない。
【００１６】有機層１１０又は１１２の少なくとも１つ
は電界発光性である。図１に関して記載される構成によ
れば、電界発光性層は電極層の間に配置される。このよ
うに発光素子はポリシロキサンバンク構造１０６の開口
部１０８中でディスプレイピクセルとして作成される。
こうしてバンク構造１０６中の各開口部１０８は発光素
子に相当し、かつ該バンク構造１０６は電界発光性有機
層を発光素子に分離する絶縁構造としてはたらいてよ
い。
【００１７】図１は電界発光性有機層に隣接して配置さ
れる他の有機層を図示している。選択的な配置、例えば
単一の電界発光性層又は複数の有機層が可能である。各
有機層は、例えば正孔注入、正孔輸送、電子注入、電子
輸送のような１つ以上の機能を行うように、かつ／又は
電界発光性（発光性）層又は中間層として構成されてよ
い。
【００１８】種々の厚さの値は有機層、電極層及び絶縁
層に関しては可能である。厚さの値は層又は構造のそれ
らの垂直な高さに関しての厚さ又は薄さを規定する。各
層又は絶縁構造の厚さの値は１０ナノメートル～２０ミ
クロンの範囲であってよく、かつ通常は５０ナノメート
ル～２０ミクロンの範囲である。
【００１９】図２Ａ～図２Ｃはポリシロキサンバンク構
造を有するＯＬＥＤの構成の詳細な上面図である。
【００２０】図２Ａは第１の電極層の構成を示す上面図
である。第１の電極層は、第１の電極ストリップ２０４
を基板１０２上に有してよい複数の電極素子としてパタ
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ーン形成されてよい。第１の電極ストリップのパターン
形成は、例えばホトリソグラフィー技術を用いて達成で
きる。電極のための選択的なパターンが可能である。接
触導線２０５は第１の電極層から第２の電極層への後の
接続のためにパターン形成されてよい。
【００２１】図２Ｂは層の底部を晒す開口部１０８を有
するポリシロキサン絶縁バンク構造１０６の付加を示し
ている。これらの開口部は第１の電極ストリップ２０４
と整列するように配置される。バンク構造１０６は慣用
のホトリソグラフィープロセスを使用して形成されてよ
く、これらの技術はポリシロキサン材料の溶液からのス
ピンキャスティング、溶液の低減のためのプリベーク、
低減されたポリシロキサン材料のＵＶ光への暴露、市販
される現像液を用いるＵＶ光暴露による現像並びにポリ
シロキサン材料の最終的な硬化を含んでよい。
【００２２】この開示において、用語ポリシロキサンは
直接的に光－パターン形成可能なポリシロキサンを含
む。例えばかかる直接的に光－パターン形成可能なポリ
シロキサン材料は信越化学（Shin Etsu Chemical Co., 
Ltd）から、その信越感光性シリコーン誘電体（ＳＩＮ
Ｒ）（Shin Etsu Photo-Sensitive Silicone Dielectri
cs）シリーズにおいて市販されている。ＳＩＮＲシリー
ズにおける製品はシロキサン変性された炭化水素構造物
である。このシリーズにおける１つの製品はＳＩＮＲ３
０１０である。
【００２３】ポリシロキサンは、溶液から加工でき、他
方で無機材料、例えばＳｉＯ

２
が典型的に高価なかつ時

間を消費する真空蒸着プロセス、例えば熱蒸発、電子線
蒸発又はスパッタリングを必要とするという理由からも
絶縁バンク構造材料として有利である。
【００２４】開口部１０８を作成するために、絶縁バン
ク材料は一般にパターン形成可能でなければならない。
ポリシロキサン材料の更なる利点は、それが直接的に光
－パターン形成可能であってよいということである。慣
用の絶縁構造は典型的に間接的なホトリソグラフィープ
ロセスを使用してパターン形成される。１つのかかる間
接的なプロセスはホトレジストリフトオフプロセスであ
り、その際、絶縁材料の堆積の前に、絶縁材料によって
被覆されることにならない基板の部分をホトレジストで
被覆する。絶縁材料の堆積の後に、ホトレジストを溶解
させる。別の慣用のアプローチは基板を絶縁材料で被覆
することであり、かつ望ましくなければ絶縁材料を化学
的にエッチングする。これらの間接的なプロセスは技術
的に困難であり、時間を消費する傾向にあり、かつデバ
イスに欠陥をもたらすことがある。反対に、適当な量の
ＵＶ光に晒されるポリシロキサン絶縁構造の部分はネガ
ティブなホトレジストに類似して直接的に硬化し、エッ
チングプロセス又はリフトオフプロセスを必要としな
い。結果として、ポリシロキサンからＯＬＥＤバンク構
造を構成することはパターン形成プロセスを劇的に簡素
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化する。
【００２５】ポリシロキサン絶縁バンク構造１０６の堆
積の後に、実質的に任意の所望の数の有機層（例えば１
つ以上）を開口部に堆積させて、図１に関して記載され
るようにディスプレイピクセルエレメントを形成してよ
い。図１に示されるＯＬＥＤにおいて、２つの有機層は
１１０及び１１２に示される。第１の有機層１１０は、
例えばポリアニリン又はポリチオフェンのクラスからの
導電性ポリマーであってよい。かかる導電性ポリチオフ
ェンポリマーの例は、Ｂａｙｅｒ ＡＧドイツ（例えばB
aytron又はBaytron-Pの商標名として）からポリマー溶
液として市販されている、ポリスチレン－スルホン酸
（ＰＥＤＯＴ）でドープされたポリエチレンジオキシチ
オフェンである。第１の有機層１１０は水溶液又は水性
分散液から堆積されうる。第２の有機層１１２は電界発
光性ポリマーであってよく、かつ非極性溶剤をベースと
する溶液から堆積されうる。非極性溶剤の使用は第２の
溶液を予め堆積された層の溶解から妨げる。
【００２６】選択的に任意の数の有機層１１０、１１２
はポリマー又はオリゴマー又は小さい官能性分子からな
ってよい。層は溶液からのスピンキャスティング、ディ
ップコーティング及びスクリーン印刷、フレキソ印刷又
はインクジェット印刷のような印刷技術を含むウェット
ケミカル技術によって溶液から堆積されてよい。印刷は
有機材料がバンク構造１０６中の開口部１０８に分布す
るようにパターン形成されてよい。印刷技術に関して
は、幾つかの種類の有機材料、例えば種々の発色を有す
るポリマーを同時に適用し、多色ディスプレイを製造し
てよい。有機層としてポリマー被膜を製造する他の方法
は、蒸発技術によって基板上に堆積されているモノマー
の電子化学的な重合及び現場重合を含んでよい。小さい
官能性分子は真空プロセス（例えば熱蒸発）又はポリマ
ーのようにウェットケミカルプロセスにおいて溶液から
いずれかにおいて堆積されてよい。
【００２７】硬化後にポリシロキサン絶縁構造は有利に
は水溶液及び非極性有機溶液の両方と非湿潤性挙動を示
す。こうして、ポリシロキサンを使用してバンク構造１
０６を形成する場合、１１０のような有機層を堆積させ
るための水溶液又は１１２のような有機層を堆積させる
ための非極性溶液はバンク構造１０６の開口部１０８に
厳密に制限される傾向にある。しばしば慣用のバンク構
造材料によって生じるようにバンク構造１０６のスピン
キャスト溶液による濡れによって生じる１つの開口部１
０８及び別の開口部の間の電気的ブリッジ形成は従って
より少ないと思われる。ポリシロキサン及び他の材料の
非湿潤性挙動はウェットケミカル、ガス処理又はプラズ
マ処理を使用して促進されうる。ポリシロキサンは絶縁
バンク構造の更なる表面処理を行わずに十分に有利な非
湿潤性挙動を示すことがある。
【００２８】またポリシロキサンの非湿潤性挙動は溶液
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から有機層１１０、１１２を堆積させるためのインクジ
ェット印刷技術と組み合わせて有利なことがある。イン
クジェット印刷はバンク構造１０６の開口部１０８の中
央に溶液滴を配置することによって有機材料が堆積され
るようにパターン形成されてよい。印刷プロセスにおけ
る乏しい液滴配置精度は、液滴を開口部１０８中に誤配
置させるか、又はバンク構造１０６の表面上に延展させ
ることをもたらす。ポリシロキサンバンク構造１０６の
非湿潤性挙動は開口部１０８中の所望の位置に液滴をは
じくことができる。こうして、ポリシロキサンバンク構
造１０６は隣接した開口部１０８中に溶液の延展を回避
させ、かつ同時に適用されてよい異なる種類の有機材
料、例えば異なる発色を有するポリマーの混合を回避さ
せることができる。またポリシロキサンバンク構造１０
６の乏しい濡れ挙動は開口部１０８の側方に残りの有機
材料が付着することを回避させることができ、これは後
に堆積された層が短絡を生じるか、又はディスプレイピ
クセルが乏しい性能を有する見込みを減らす。
【００２９】図２ＣはＯＬＥＤの構成における第２の電
極層の付加を示している。１つ以上の有機層の堆積の後
に、第２の電極層１１４は真空蒸着技術、例えば熱蒸発
又はスパッタリングによって適用されてよい。第２の電
極層１１４は１つ以上の金属の副層を有する。第２の電
極層１１４は第２の電極ストリップ２１４が実質的に第
１の電極ストリップ２０４に垂直に走り、接触導線２０
５と接触し、かつ開口部１０８と整列するような複数の
電極素子としてパターン形成されてよい。電極ストリッ
プはそれにより、第２の電極ストリップ２１４がポリシ
ロキサンバンク構造１０６の開口部１０８に相応する領
域で第１の電極ストリップ２０４と一致するように配置
される。典型的に第１の電極ストリップ２０４はアノー
ド層電極ストリップとして使用され、かつ第２の電極ス
トリップ２１４はカソード層電極ストリップとして使用
されてよい。この配置によれば、アノードとして１つの
第１の電極ストリップ２０４を動作させ、かつカソード
として第２の電極ストリップ２１４を動作させることは
ディスプレイピクセルとしての１つの開口部１０８を電
気的に励起する。選択的なパターン、形態及び開口部及
び電極ストリップの配置が可能である。電極ストリップ
のアノード及びカソードへの選択的なグルーピングも可
能である。付加的にデバイスを酸素及び水分から保護す
るために被包化又はシーリングを施してもよい（図示せ
ず）。
【００３０】図２Ａに示されるＯＬＥＤにおいて、第２
の電極ストリップ２１４は、ディスプレイピクセルが各
ピクセルが電流によって別個に励起されてよいように形
成されてよい開口部１０８で第１の電極ストリップ２０
４と一致するように配置されてよい。選択的な配置は各
ディスプレイピクセルを、ストリップへの第２の電極層
のパターン形成をすることなく別個に励起させることを
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可能にする。これを達成するために、第１の電極層は、
ポリシロキサンバンク構造の各開口部にディスプレイピ
クセルとして独立にアドレッシングするように配置され
てよい。例えば第１の電極層を各ピクセルのための別個
の電気的なラインでパターン形成してよい。選択的に第
１の電極層は、例えば各ディスプレイピクセルに関連す
るトランジスタ構造を有するアクティブマトリクス配置
でパターン形成されてよい。これらの配置はピクセル
を、第１の層において電気的回路によって個々に選択可
能にするが、他方で第２の電極層を共通の電極として共
有する。こうして、第２の電極層のパターン形成の努力
は排除されてよい。絶縁構造及びかかる選択的なＯＬＥ
Ｄのポリマー層は図１及び図２Ａに関して記載されるよ
うに配置され、例えば有機層材料をポリシロキサンバン
ク構造の開口部にインクジェット印刷する可能性も含ま
れる。
【００３１】本発明によれば、多岐にわたる理由に関し
て、ポリシロキサンは他の直接的に光－パターン形成可
能な絶縁材料、例えばポリイミドがＯＬＥＤの構成にお
いて有利であることが判明した。多くの半導体デバイス
とは異なり、ＯＬＥＤは作動においてデバイスの一部と
して絶縁材料を保持する。従って、ポリイミドを含有す
るＯＬＥＤはポリイミドの加工において使用される反応
性の高い成分、例えば溶剤、発光性の酸、架橋剤、発光
剤及び光開始剤を保持してよい。ポリシロキサン材料の
潜在的な利点は反応性の低い反応性材料を反応性の低い
反応性材料がＯＬＥＤ中に保持されるように使用するこ
とである。更にポリシロキサンは比較的極性が低く、そ
こに水を与えることができる基を有する。このようにポ
リシロキサン絶縁構造の水消費量は比較的低い（ポリイ
ミドに関しては約２～３％に対して約０．２～０．３
％）。従ってポリシロキサン絶縁構造は作動時にＯＬＥ
Ｄのアクティブな有機層中に非常に少ない水を放出す
る。ＯＬＥＤデバイスが水分及び反応性化学物質に感受
性が高い傾向にあるように、絶縁構造のために慣用のホ
トレジスト又はポリイミドの代わりにポリシロキサンを
使用することは、構造定義材料としてポリシロキサンを
使用してＯＬＥＤの寿命及び効率によい影響を及ぼす。
【００３２】ＯＬＥＤ構成物において構造定義材料とし
てポリシロキサンを使用することの更なる潜在的な利点
はポリシロキサン絶縁構造の硬化温度が典型的に２５０
℃未満であることであり、しばしば２１０±３０℃であ
り、かつ２１０±１５℃であってよい。ポリシロキサン
のためのこれらの比較的中程度の硬化温度はディスプレ
イ技術において使用される殆どの基板材料、例えばガラ
スと適合性であり、かつ一般に典型的な電極形成材料、
例えばＩＴＯの特性に悪影響を及ぼさない。
【００３３】図３Ａ～８はポリシロキサン絶縁ストリッ
プを使用する選択的なＯＬＥＤ構成物を示している。第
１の電極ストリップ３０４、電極導線３０５及び絶縁バ
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ンク構造３０６は図２Ｂに関して先に議論されたように
して基板３０２上に堆積される。図３Ａに関しては、ポ
リシロキサンから形成される絶縁ストリップ３１０を次
いで開口部３０８の間のバンク構造３０６上に堆積させ
てよい。ポリシロキサン絶縁ストリップは、図２Ｂに関
して先に記載されたようにポリシロキサン絶縁バンク構
造を形成するために同じ技術を使用して形成されてよ
い。
【００３４】図３Ｂは図３Ａに相応する透視図であり、
開口部３０８及び隣接する接触導線３０５の間のバンク
構造３０６の長さに延びる絶縁ストリップ３１０を示し
ている。有機層は開口部３０８中に堆積され、その後又
はその前に絶縁ストリップは、例えばスピンキャスティ
ング又は印刷技術を使用して堆積される。
【００３５】次いで第２の電極層３１６は図３Ｃに示さ
れるように堆積される。第２の電極層は電極ストリップ
３１４及びその第２の電極ストリップ３１４の間の屑材
料（waste material）３１８からなってよい。第２の電
極層３１６が堆積されると、屑材料３１８は絶縁ストリ
ップ３１０の上により高い高度で残留されるが、他方で
第２の電極ストリップ３１４は絶縁ストリップ３１０の
間のより低い高度に残留される材料から形成されてよ
い。第２の電極ストリップ３１４は従って屑材料３１８
から互いに電気的に絶縁されてよい。このように、第２
の電極層３１６は、その絶縁ストリップ３１０の配置の
ゆえに、堆積されるように電極ストリップ３１４にパタ
ーン形成されてよい。従って第２の電極ストリップ３１
４を高価なリソグラフィー技術又は印刷技術をする必要
なくして形成させることができる。選択的に、絶縁スト
リップ３１０は他の層をＯＬＥＤの別個の素子に分離す
ることを補助してよい。例えば、絶縁ストリップ３１０
は絶縁ストリップ３１０の構成の後に堆積される有機層
の分離を補助してよい。
【００３６】図３ＤはＯＬＥＤが被包又はシーリング３
２０で被覆されてよいことを示している。被包化は、例
えば溶液からのスピンコーティング、ディップコーティ
ング又は事前に形成された材料のシートの施与を含む幾
つかの技術を使用して適用されてよい。被包化はＯＬＥ
Ｄに物理的な剛性を提供し、かつ環境の影響、例えば空
気又は水分からデバイスを保護することを提供する。透
明の被包化材料は、被包化材料が発光が望まれるデバイ
スの領域を覆う場合に使用されてよい。ポリシロキサン
が高度に光学的に透過性であり、かつ発光に干渉しない
傾向にあるならば、ポリシロキサンはＯＬＥＤの被包化
のための材料及びバンク構造３０６及び絶縁ストリップ
３１０のような絶縁構造の形成のための材料として有利
であってよい。
【００３７】図４Ａ～図４Ｂはポリシロキサン絶縁スト
リップ３１０の詳細を示す断面図である。該断面は図３
Ｄ中の矢印４ａによって示されるような第１の電極スト
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13
リップを横切って取られている。図４Ａを参照して、絶
縁ストリップ３１０は開口部３０８の間のバンク構造３
０６上に存在してよく、これは第１の電極層３０４を暴
露する。絶縁ストリップ３１０は基底部４０６及び張り
出し部４０８を有してよい。第２の電極層のような層の
垂直の堆積は矢印４０４によって示される。絶縁ストリ
ップ３１０の張り出し部４０８は張り出し部４０８の下
部の位置４０７における垂直に堆積される材料の破断の
形成を補助する。こうして、第２の電極ストリップの電
気的及び物理的な絶縁は可能であるか、又は促進され
る。絶縁ストリップのための選択的な形態は、例えば張
り出しが底部から頂部に明確な基底部なく増大する段階
的な張り出し傾斜を可能にする。張り出し部を有する絶
縁ストリップのための選択的な形態の使用及び構成は欧
州特許公開（ＥＰ－Ａ２）第０９１０１２８号明細書中
に開示される。
【００３８】一般にポリシロキサン絶縁ストリップは、
例えば非湿潤性挙動、直接的に光－パターン形成される
能力及び反応性の化学物質及び水の低い保持を含む、ポ
リシロキサン絶縁構造のために前記で議論されたのと同
様な利点を提供する傾向にある。ＯＬＥＤの構成におい
てポリシロキサンから絶縁ストリップを形成する更なる
潜在的な利点は絶縁構造のポジティブ及びネガティブの
両方での現像を、ポリシロキサンの加工パラメータ（暴
露ＵＶ光強度、暴露時間、現像条件）を調整し、絶縁構
造の形成にたわり高度なコントロールを与えることによ
って達成できることである。このように、絶縁ストリッ
プの張り出し部４０８及び基底部４０６は容易に形成さ
れうる。更に、比較的鋭い縁部４０９を、絶縁ストリッ
プ３１０上に垂直に堆積される材料をストリップに破断
することを補助するために有するのは有利なことがあ
る。絶縁構造の他の部分のため、例えば図１で１０６で
示されるバンク構造の側部のために、なだらかな傾斜が
望まれることがある。かかるなだらかな傾斜は、例えば
溶液から開口部１０８に堆積された有機層１１０、１１
２の制限を補助する。
【００３９】図４Ｂは有機層４１０、４１２及び第２の
電極層３１６の所望の堆積を示している。バンク構造３
０６及び絶縁ストリップ３１０を堆積し、次いで有機層
４１０及び４１２を堆積する。有機層４１０、４１２を
バンク構造３０６の開口部中に堆積させることが望まし
い。次いで第２の電極層３１６を、望ましくは第２の電
極ストリップ３１４が隣接する絶縁ストリップ３１０の
間に形成され、かつ屑材料３１８が絶縁ストリップ上に
破断３２０が屑材料３１８及び第２の電極ストリップ３
１４の間に形成されるように堆積されるように堆積され
てよい。
【００４０】有機材料４１０、４１２が絶縁ストリップ
３１６の張り出し部４０８の下方の位置４０７を満たす
のであれば問題が生じる。そのような充填は実質的に張

14
り出しの大きさを排除するか、又は低減することがあ
る。このように第２の電極層３１６が堆積されたら、第
２の電極ストリップ３１４及び屑材料３１８の間の破断
の保証における張り出し部４０８の効果は低減されるこ
とがある。破断３２０が望ましい第２の電極層３１６に
よって、電極ストリップ３１４及び屑材料３１８の間に
不所望な電気的ブリッジが形成されることがある。かか
るブリッジは第２の電極ストリップ３１４の電気的絶縁
及びＯＬＥＤの適当な機能を妨げる。層の他の組合せは
同時に所望の電気的ブリッジを形成してよい。
【００４１】ポリシロキサン材料の使用は、電気的な欠
陥、例えば破断３２０が存在すべきブリッジの形成の排
除を補助してよい。例えば第１の有機層４１０が水溶液
から堆積され、かつ第２の有機層４１２が非極性溶液か
ら堆積する場合に、ポリシロキサンの水溶液及び非極性
溶液に対する非湿潤特性は有機層４１０、４１２を開口
部に制限するか、又は絶縁ストリップ３１０から制限す
ることを補助する。結果として、張り出し部４０８の下
方の位置４０７の有機材料による充填及び引き続いての
電気的なブリッジ形成は少なくなる傾向にある。このよ
うに、電気的なブリッジの形成を抑えることはＯＬＥＤ
においてバンク構造３０６又は絶縁ストリップ３１０の
ためにポリシロキサンを使用するもう一つの潜在的な利
点である。
【００４２】用語“絶縁成分”はバンク構造３０６、絶
縁ストリップ３１０の基底部４０６及び絶縁ストリップ
３１０の張り出し部４０８である３種の成分を示すのに
使用される。絶縁成分の任意の組合せはポリシロキサン
から形成されてよい。例えば、バンク構造３０６及び絶
縁ストリップの基底部４０６はポリシロキサンから形成
され、一方で張り出し部４０８は他の材料から形成され
てよい。
【００４３】多数の絶縁成分が類似の材料から形成され
る場合、時間及び費用に関してそれらの構造を実質的に
一緒に同じプロセスの中でパターン形成することが有利
である。例えば絶縁ストリップ３１０の基底部４０６及
び張り出し部４０８を別個に形成する代わりに、これら
を同じ光－パターン形成プロセスの中で単一の部分とし
て実質的に一緒に形成してよい。単一の部分として形成
する場合に、絶縁ストリップは、張り出しが底部から頂
部へと明確な基底部なくして増大する段階的な張り出し
傾斜を有してよい。別の選択肢として、バンク構造３０
６及び基底部４０６は一緒に同じパターン形成プロセス
の中で形成されてよい。
【００４４】図５はポリシロキサンから形成されるバン
ク構造を有するＯＬＥＤの断面図である。この選択的な
構成において、第１の有機層５１０を堆積し、次いでバ
ンク構造５０６が形成される。より特には、第１の電極
層５０４を基板５０２上に堆積させ、かつ第１の有機層
５１０を第１の電極層の上に堆積させてよい。次いでポ
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リシロキサン材料５０６から形成されるバンク構造を堆
積させてよい。次いで第２の有機層５１２をバンク構造
５０６の開口部５０８に堆積させてよい。次いで第２の
電極層５１４が堆積される。選択的に任意の数の有機層
を堆積させ、その後又はその前にバンク構造５０６が堆
積される。バンク構造５０６の堆積の前に１つ以上の有
機層を堆積させることは、有機層で堆積された残留する
有機材料によって惹起される短絡を妨げるという利点を
提供することがある。例えば、第１の有機層５１０をバ
ンク構造５０６の形成の後に堆積させた場合には、第１
の有機層を形成する材料の一部はバンク構造開口部の側
部に付着することがある。材料は、例えば一般に矢印５
１６によって示される領域に付着し、こうして第２の有
機層５１２の上に突出し、かつ第２の電極層５１４と接
触される。従って、第２の有機層５１２は短絡を形成す
ることがあり、かつ機能的でない。このように、１つ以
上の有機層の後にバンク構造５０６を形成することは得
られるＯＬＥＤにおけるかかる製造欠陥を抑制すること
を補助することがある。
【００４５】絶縁構造を幾つかの有機層の後に堆積させ
る場合に、ポリシロキサン絶縁構造は、非極性溶剤を使
用してホトリソグラフィーパターン形成プロセスの間に
ポリシロキサンを溶解することが有利なことがある。こ
のように多くの有機材料、例えば水溶性の導電性ポリマ
ー、例えばＰＥＤＯＴはポリシロキサン絶縁構造のパタ
ーン形成に使用される溶剤によって影響を受けない。ま
たポリシロキサンの硬化温度は多くの有機材料に許容さ
れるので、絶縁構造の硬化の間の有機層への損傷はポリ
シロキサンの使用を通して妨げられる。
【００４６】ＯＬＥＤの選択的な構成を使用してよい。
例えば非透明の基板、非透明の第１の電極層及び透明の
第２の電極層を使用して、透明の第２の電極層を通して
可視的な発光としてフォトンを通過させることができ
る。ポリシロキサン絶縁構造、例えばバンク構造及び絶*
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*縁ストリップ構造の使用はかかる選択的なＯＬＥＤ構成
に許容される。
【００４７】他の態様は特許請求の範囲の範囲内であ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１はポリシロキサンバンク構造を有するＯＬ
ＥＤの断面図を示している。
【図２】図２Ａから図２Ｃはポリシロキサンバンク構造
を有するＯＬＥＤの構成を示す上面図を示している。
【図３】図３Ａから図３Ｄは張り出し部絶縁ストリップ
を有するＯＬＥＤの構成を示す図を示している。
【図４】図４Ａ及び４Ｂは張り出し絶縁ストリップを示
す断面図を示している。
【図５】図５はポリシロキサンバンク構造を有するＯＬ
ＥＤの選択的な構成を示す断面図を示している。
【符号の説明】
１０２  基板、  １０４  第１の電極層、  １０６  絶
縁バンク構造、  １０８  開口部、  １１０  有機層、
  １１２  有機層、  １１４  第２の電極層、２０４  
第１の電極ストリップ、  ２０５  接触導線、  ２０６
  ポリシロキサン絶縁バンク構造、  ２１４  第２の電
極ストリップ、  ３０２  基板、  ３０４  第１の電極
ストリップ、  ３０５  電極導線、  ３０６  絶縁バン
ク構造、  ３０８  開口部、  ３１０  絶縁ストリッ
プ、  ３１４  第２の電極ストリップ、  ３１６  第２
の電極層、  ３１８  屑材料、  ３２０  被包化又はシ
ーリング、  ４０４  垂直な堆積を示す矢印、  ４０６
  基底部、  ４０７  下部の位置、  ４０８  張り出し
部、  ４０９  縁部、  ４１０  第１の有機層、５０２
  基板、  ５０４  第１の電極層、  ５０６  バンク構
造、  ５０８  開口部、  ５１０  第１の有機層、  ５
１２  第２の有機層、  ５１４  第２の電極層、  ５１
６  付着する領域の矢印

【図１】 【図４】



(10) 特開２００３－４５６７２

【図２】 【図３】

【図５】
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